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Abstract (en)
In a first stage multiple layers are deposited on an Indium Phosphide substrate (2). An optical layer (3), protection layer (4) and position conservation
layer are formed and covered with a photosensitive layer (6). Photolithography is applied to the substrate by a photographic mask (9). The lateral
layers of the optical strip are formed (7,8) and the locator step formed. The optical strip valleys are then etched away to form a U-shape and covered
with substrate material. In a further etching step the protection layer is etched away. The process allows the locator step to be formed with precision.

Abstract (fr)
Pour permettre d'aligner bout à bout deux guides d'ondes optiques dont l'un présente la forme d'un ruban enterré dans une plaquette
semiconductrice, on utilise un repère latéral longitudinal constitué par le flanc d'une vallée gravée dans cette plaquette et autoaligné sur le ruban
formé en premier. Pour réaliser cet autoalignement on dépose dans la zone où le repère doit être formé une couche de protection (4) puis une
couche de conservation de position (5), puis une résine photosensible sur ces couches et sur le substrat. Une première attaque sélective élimine la
couche de conservation de position sur l'emplacement de la vallée du repère. Enfin une deuxième et une troisième attaques sélectives gravent les
canaux latéraux du ruban puis la vallée du repère. <IMAGE>
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